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解答又は解答例 

問題群Ⅰ（電子分野） 

IA（電気回路） 

 

 

 



IB（電磁気学） 

１ ・辺長 2πbと辺長 x の長方形となる 

 

・2πbx 

 

 

２ ωx 

 

 

３ ω/(2πbε0) 

 

 

IC（電子物性・材料）  

(1) n 型半導体とは、多数キャリアが電子の半導体である。 

(2) P（りん）、As（ヒ素）、Sb（アンチモン）のいずれか 

(3-a) 高純度の場合には、フェルミ準位𝐸𝐸𝐹𝐹は禁制帯のほぼ中央の位置にあるが、不純
物濃度が高くなるにつれて、フェルミ準位は伝導帯の方に近づく。（フェルミ準位𝐸𝐸𝐹𝐹は
禁制帯の上側にシフトする。） 

(3-b)一般的な n 型半導体のエネルギーバンド図は以下の通り。 

 

(3-c)下図のようにフェルミ準位𝐸𝐸𝐹𝐹が伝導帯の𝐸𝐸𝑐𝑐よりも高くなる(𝐸𝐸𝑐𝑐よりも上に位置す



る)ことで、金属のバンド構造と同じになるため。[この状態を縮退ドープと呼ぶ] 

 

(3-d) 温度 Tを非常に高くした場合にはフェルミ準位が禁制帯の中央に近づき、熱的
な励起によって電子とホールがほぼ同数だけ供給される。また、温度が非常に高いた
め、不純物に起因するキャリア数よりも熱的な励起によるキャリア数が支配的になる
（熱的な励起によって供給される電子やホールの数に比べ、不純物に起因するキャリ
アの数が無視できるようになる）。その結果、多数キャリアである電子と、少数キャリ
アであるホールのキャリア密度がほぼ一致することになる。 

 

 

ID（電子工学） 

(1) （１）（ア）伝導 （イ）正孔 （ウ）価電子 （エ）正 （オ）負 （カ）順  

（キ）発光ダイオード （ク）LED 

(2) 1.24 

(3) 0.867 [μm]，近赤外 

(4) 解答例 

 



問題群 II（情報分野） 

IIA（情報理論） 

 

 

 

 

 

 

IIB（プログラミング） 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

① middle = (left + right) // 2 とか middle = (int)((left + right) / 2 ) 
② left = middle + 1 
③ right = middle ‒ 1 

 



IIC（ディジタル論理） 

 

 

 

  

(1) 真理値表 
 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  Ｙ    Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  Ｙ 

 

０ ０ ０ ０  １    １ ０ ０ ０  １ 

０ ０ ０ １  １    １ ０ ０ １  ０ 

０ ０ １ ０  １    １ ０ １ ０  １ 

０ ０ １ １  １    １ ０ １ １  ０ 

０ １ ０ ０  ０    １ １ ０ ０  ０ 

０ １ ０ １  １    １ １ ０ １  ０ 

０ １ １ ０  ０    １ １ １ ０  ０ 

０ １ １ １  １    １ １ １ １  ０ 

 
(2) カルノー図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問題群 III（通信分野） 

III A（符号理論） 

 

（１）  

(a)符号語(1100)と符号語(0110)間のハミング距離は 2 

(b)符号語(0101)と符号語(1010)間のハミング距離は 4 

（２） 
最小重みは 2 

（３）  

線形符号の最小距離 mind は最小重みに等しい。すなわち最小距離 mind も 2。 

（４）  
シンドローム S は 1 

（５）  
シンドローム S が 1 なので１ビットの誤り（単一誤り）がある。 
 
 
 

III B（高周波回路） 

 

 

 

 

  



III C（伝送線路） 

 

 

 

 

 

 

 


